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磁気抵抗 RAM というのは、強磁性トンネル結合（TMR 素子）における磁化の平行



















を用いて行った。試料を 10K 程度に冷却して磁気回折を測定し、この試料に 10A（電
流密度 2500A/cm2）の大電流を流した後で、再度同じ場所の磁気回折を測定した。 
この結果、CrB2 で確かに電流誘起磁気構造変化が起こることを確認した。さらに、
CrB2は六方晶の結晶で c面内に等価な三つの方向を持つが、この三方向のうちの一
つに電流を流すと、その方向に偏重していた磁気構造ドメインの体積分率が減少し、
代わりに別の方向に磁気構造ドメインが現れる可能性が高いことが明らかとなった。最
後に、この現象を、電流を流す方向を含む面が強磁性配向を好むと考えて説明を試
みた。 
